
���� 比对�����生长 ���������量子点的影响

季海铭
，

罗帅
，

杨涛
�

中国科学院半导体研究所�中国科学院半导体材料科学重点实验室

北京市海淀区清华东路甲�� 号
，
������

��������
而

�

��
�

��

摘要
�
本文研究了�八��比对�����生长�认

�����
�量子点的影响

。

光致发光谱结果表明
，

随着���比的降低
，
��������

�量子点发光谱的双模形态更加明显
，

发光强度逐渐增强
。

这是由于����流量的减小抑制了��的迁移
，

一方面降低了量子点的熟化程度
，

另一方面

也限制了含缺陷大量子点的形成
。
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图 �室温下量子点光致发光谱
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图 ���� 下量子点光致发光谱
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�

�微米 ��������
�量子点有望替代 玩�基量子阱实现低成本

、

低功耗
、

高速半导

体激光光源
，

应用于高速局域网光通信系统和大容量信息交换处理系统
。

相比于分子束

外延 �����
，

采用金属有机化学气相沉积 �������制备 ��������
� 量子点和相关

器件在成本和量产方面更具有优势
。

我们基于���
���

� �����设备生长了��������
�量子点

。

在���
������衬底高温脱氧

后
，

首先生长 ����� ���
�缓冲层

，

随后降温在不同的���比下淀积 �
�

�������形成量

子点
，

停顿 巧 秒后依次淀积 ���� ��
�
��卜

�
��应力缓冲层和 ��� ��� ���

�势垒层
，

最后

生长表层量子点用于量子点的形貌表征
。

图 �是����比分别为 ��
、

�
、

�时所生长功������
�量子点样品的室温光致发光谱

。

从图中可以看到
，

������ 时
，

量子点的发光谱呈较明显的双模形态
，

其峰值波长为 ����

���
，

但 �������波长附近存在另一明显的发光峰
。

随着�����比的降低
，

发光谱的峰值波

长从 �������蓝移到 �������
，
�������处的发光峰逐渐增强

。

图�是 ���下��������
�

量子点的光致发光谱
，

从中可以看到较短波长发光峰的强度随���比降低而增强的趋势

更加明显
。

这是由于����流量的减小抑制了��的迁移
，

一方面降低了量子点的熟化程度
，

使得较小尺寸量子点的密度有所增加
，

另一方面也限制了含缺陷大量子点的形成
，

减少

了载流子的非辐射复合中心
，

有利于量子点材料光学质量的提高
。

本研究得到国家自然科学基金 ���������
、

���������和国家重大科学研究计划

��������������项目的资助
。

�
一

�


